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【はじめに】 これまで、Ga2O3 単結晶の成長方法は種々報告されている。最近、高純度の Ga2O3

単結晶の成長方法として、スカルメルト法が高橋らにより報告されている[1]。高品質の結晶育成

のためには、結晶育成炉内の流動解析が必須である。本報告では、スカルメルト法を用いて、Ga2O3

単結晶成長前、および成長中の結晶育成炉内の温度、流動解析を行った。 

【解析手法】本計算では、独自に開発した計算コードを用いて直径約 10 cm のルツボから Ga2O3

単結晶成長中の温度、速度分布と固液界面形状を２次元軸対称の仮定で解析を行った[2]。 

【結果】Fig. 1 は、Ga2O3単結晶成長前の結晶育成中の融液内の温度分布を示す。融液内の温度分

布は従来の CZ 法とは異なり、融液内部の温度が最高となることがわかる。これは、水冷バスケ

ット内を流れる高周波電流により融液が直接加熱されることが原因である。すなわち、融液端は

水冷バスケットにより冷却されているために、CZ と比較して低温となっていることがわかる。ま

た、融液の流動の方向は、融液端では下降流、中央部では上昇流となり、CZ とは異なる方向に対

流が生じていることがわかる。この現象も、融液自体を高周波電流により加熱されていることに

よる。Fig. 2 は、結晶育成中の温度と流速分布の計算結果を示す。これより、固液界面が凹である

ことがわかる。 

Fig. 1 Temp. and velocity distributions                Fig. 2 Temp. & velocity distributions  

in a crucible.                                    during crystal growth. 
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Fig. 1 Temp. & velocity distributions in the melt w. o. a crystal.  Fig. 2 Those with a crystal. 

2023年第70回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2023 上智大学　四谷キャンパス+オンライン)15p-D419-5 

© 2023年 応用物理学会 13-077 15.1


